
ВЪВЕДЕНИЕ.  

МЕТАЛИ, ДИЕЛЕКТРИЦИ, ПОЛУПРОВОДНИЦИ 

 

1. Въведение  

МАТЕРИАЛИ   ДИСКРЕТНИ ЕЛЕМЕНТИ  ЕЛЕКТРОННИ ПРИБОРИ и 

УСТРОЙСТВА  

 

2. Класификация на веществата 

За металите: 
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За полупроводниците: 
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3. Основни положения на класическата електронна теория на проводимост. 
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Като се знаят стойностите 2310.38,1 k  J/kg; 3110.109,9 m  kg, 300T  K: 
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За меден проводник 710j A/m2 и n = 1029 m-3: 
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За Si полупроводник: 210j A/m2 и n = 1019 m-3: 
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За LiIO3 диелектрик: 910j A/m2 и n = 1012 m-3: 
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4. Моделни представи за механизма на електропроводимост в твърдите тела.  

 

При температура 0 К се дефинират тези две зони така: 

Валентна зона  

Зона на проводимост  

а) проводници (метали) 

  

 

 

 

 

 

б) полупроводници (ПП)  

 

 

 

 

 

 

 

 

в) диелектрици 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Моделни представи за механизма на електропроводимост в полупроводниците 

5.1. Собствена проводимост 

Структура на чист Si ПП Енергетични зони на чист Si ПП 
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5.2. Примесна проводимост 

а) донорна проводимост 

Структура на донорен  

ПП (Si+Р) 

Енергетични зони на донорен ПП 

(Si+Р) 

 
 

  
 

б) акцепторна проводимост 

Структура на акцепторен ПП 

(Si+В) 

Енергетични зони на акцепторен ПП 

(Si+В) 

 
 

  
 

в) компенсиран полупроводник 

 


